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PROUCEVANJE KARAKTERISTIK ELEMENTOV NA OSFOVI DEBELOSLOJKE
TEHNTKR

e TVOD
Hibridno mikrovezje je skupek elektronskih kompoment na
reramidnem substratu in predstavlja prehod med obifajmim vezjem,
sestavljenim iz posameznih elementov na tiskanem vezju in med
zmonclitnim integriranim vezjem, ki vsebuje vse elemente v enenm
kosu polprevodnike. Prednost hibridnega mikrovezja je, da nam
bistveno zmanjSa velikost vezja diskretnih komponent ter, da o-
hra.nja moZnost enostavnega kombiniranja in prilagajanja razlid-~
nim primerom, ki bi v monolitni tehniki zahtevali popolnoma DoV
nadrtovanje in izdelavo.

Hibridno vezje ima na keramilno podlage natisnjene pred-
o vsen pasivne elemente - prevodnike, upore in kondenzatorje, ak-
A tivni elementi kot diode, tranzistorji ali celotna monolitna vez—~
S Ja pa so na substrat dodsni z eno od obilajnih metod pritrjeva—~
) nja. Hibridno vezje uporabljamo predvsem v primerih, ki zahteva-
Jjo bodisi veliko mol, natanénost ali moZnost spreminjanja celot-
nega vezje - predvsem pri manjSih serijsh - to Jje pri vseh po-
gcjih, zi jin z monolitno tehniko ne moremo obvladati. Tako se
bhibridna in momelitna tehnike ne izkljulujets smpsk se v glevnenm
7 dopolnjujeta. V naSem laboratoriju smo se odlodili za izdelsvc
in preizkuSnjo pasivnib elementov hibridnega vezja izdelamega v
debeloslojni tehniki. Izdelava debeloslojnega vezja, ki vsebuje
prevodne in uporovne komponente je sestavljena vedno iz treh
stopenj obdelave za vsako pasto posebej. To je tiskanje, suSenje
in Zganje.
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a) Powvr3ine substratov

Substrati, ¥i se uporabljajo v debeloslojnl tehniki, so v
zlavnen trel uipev - aluminijev oksid, berilijev oksid in titana-
£ varamira. Zaradi skonoridnosti ter zaradl tega, ker ustreza-

i vedini zantev debeloslojne tehnike (menanska in zemidéna cd-

AI_ZCB. Redeje, 1 T 7
X3 atas A7 (l)
Cistejsi 5;203 .

Pred tiskanjem nadih pasivnih wvezi]

I prikazuie meritev povpredcne

ter upcgnjenost subsitTatov. lferitve so bile n
naprave Talystep (Rerik-Taylor Hobson Co.le

nete s to nmapravc aaz preiskovanih substratin

roopec lMeritev novprecna maksimalna upognjenost
ShEER s arapavost hrapavost (mm/cm)
N C
Cal (a)
iy 1 1.16 9.5 0.03
2 c.30 T.c 0.02
1 i..9 e 0.07
- 2 3.%0 - o 0.0l
1 .50 3.6 0.0l
- 2 0.42 3.0 0.03
c 1 0.46 8.0 . c.ol
2 0.0 - 3.0 oc.0l
) 1 0.%0 T.0 c.0l
2 0.9 T.0 0.02
standardne
- lo. -
vrednosti l.00 0.0 .ok

rzne povrSin-

|
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Rot se vidi iz Tabele I. nobena od preizku3anih keramik ne od-
s5Topa bistvenc od zantev, ki veljajo za dobre substrate<2) in sc
navedene v zadnji vrstici Tabele I.

) Tporovne paste - pasivno vezjie

Tako pri radrtoevanju wvezii kob pri podajanju nazivain vred-

uporovaih past se danes usorablja enota & /8 »pri emer

o

Je %a podatek doloden gle-
ali 15 mikronov - 1 ali

lex, ki pri tem nastane je, ohraniti debelino
=

dimbolj enaromerno, predvsenm pri velikem Ste-
‘2 patisnjenih vezij, zlasti Se, Ze tiskamo z odmikom ("off-
contact" tehnmike). Proizva

Jalci pass navajajo ta podatek kot re-
t iz ga dolodajo 22 loe - 200 slepo izbranih, z i~

z
isniii s pasto z naziwne upornost-

©st kaZe slika 2. Zgornji.
in Zzanja uporov po-
jeni keramiki in na keramiki PTo~
cdstecpanj od sredaje vrednoski
ilnost 10 kSB/a paste kot Jo
z porazdelitev se vidi, da se%
reproducibilnost dobljena na kxeramiki 31 zadcvoljive ujema s

v e

e v okviru # 15% od srednje vrednosti,
bila v rasem primeru 170 kSE.

Vsi upori so bili Zgeni v 6-conaki pedi s temperaturminm
orofilem, ki ga kaZe slika 3, kjer je tudi primerjava s tempera-
turniz profilozm, ki za za te vrste past navaja proizvajalec. Hi-
trost traku je bila 26,7 cm/h.

¢) Ostali preizkusi
Pri natisnjenih vezjih smo merili Se temperaturni koefici-
enc upora ICR, ki je definiran z enachos
R_-R

T Tto )
TCR = E;;TE%EET - lo O(Ppm/oc)s

kjer pomenijo Rt oz, Rto upore pri temperaturah to= 25°C in + =
125°¢. Nadalje smo zasledovali Ze spremembe upornosti pod obre-—
menitvijo pri temperaturi 8500, statien Sum in Se nekatere drg-
ge karakteristidne koliline. Del dobljenih meritev, skupaj z
vrednostmi, ki jin ravajajo proizvajaleci, so v Tabeli IT. Vred-
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nosti, nmavedene v tabeli II., so povpreije merltev na petlh pre- -
:r.zkusamh vzorcih.

TABELA II. S v lé v primerjan
s standarﬁm_ml vrednostm e
Meritev Serija 1 Serija 2 Serija 3 Serija & '=ta'12§i§ .
vrednosti
(335/%) 125 75,9 137 136 > 200
Pif-‘}% 2,2 1.9 2,3 3,5 > 3 B
e
SELEP

Prikazane vrednosti so rezultat zadetnega dela raziskav
lastnosti elementov narejerinh v debeloslojni tenniki. Kot se vi-
di iz tebel in slik smo v glavner vse karzkteristidne rezultate
ujeli in uspeli izdelati vezje, ki se Ze lahko uvrsti med zani-~
mive take iz ekonomskega kot tudi iz kvalitetnega staliffa. Dob-
1jeni rezultati so zaenkrat na meji svetovnih norsm, vendar lahko
| ricekujemo na podlagi nadeljnjih poizkusov e opazmo izboljSa-
nje.
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